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半導体中を高速運動する電子の相対論的効果である“スピン軌道相互
作用”をゲート電圧により制御することで、スピントランジスタなど
の新しいデバイスを実現します。

どんな問題に取り組むのか？

電子の自転に例えられるスピン（の自転軸）が回転すると、それに
よって電子波の位相は変調を受けます。今回の実験では、電子波の干
渉現象を調べることで“ゲート電圧によりスピンの回転角を制御す
る”という、スピントランジスタの基本原理を実証することができま
した。

得られた結果はどう新しいのか？

これまでの半導体デバイスでは電子の“スピン”の振る舞いについて
は考えられていませんでしたが、電気的に“スピン”を自在に制御す
ることができるようになると、スピンを利用した新しいデバイスがで
きます。

この研究が成功した場合のインパクトは？
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ゲート電圧でスピンの回転角が変化することにより、電子波の干渉が変化。
半導体リングの電気抵抗がスピンの回転に伴って振動する。

スピン軌道相互作用とは？

自転する電子

スピン軌道相互作用（ＳＯＩ）があると
スピン（電子の自転軸）が回転する。
ＳＯＩが大きいほど回転角も大きくなる。

スピンが回転

量子干渉実験
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23 電界を用いたスピン操作による量子干渉効果

～スピントランジスタの基本原理を実証～


